
ببلخبخٍر الحراري على شرائح مه خلٍرٍوم حم ححضٍر أفلام جرمبوٍوم 

. السجبج الذي حم حىظٍفه ببلموجبث فوق الصوحٍت فً درجت حرارة الغرفت

اسخخذمج . الغٍر مخبلورةوجذث الأفلام الخً حم ححضٍرهب أوهب فً الحبلت 

حقىٍت الأشعت السٍىٍت ، والفحض ببلمجهر الالكخرووً المبسح والىبفذ لمخببعت 

وببسخخذام . الخحولاث فً حركٍب الأفلام الخً وخجج عه المعبلجت الحرارٌت

معبمل الامخصبص الطٍفً وجذ أن الاوخقبلاث لإلكخرووٍت المببشرة هً 

وحشٍر الىخبئج أن . ون داخل الأفلامالمسئولت أسبسب عه امخصبص الفوح

عرض مسخوٌبث الطبقت المحلٍت حسٌذ بٍىمب طبقت الفجوة حخىبقض مع زٌبدة 

وقذ حم حفسٍر الىخبئج الضوئٍت على . فً درجت حرارة الخخمٍر للأفلام 

  .أسبش ححولاث المبدة مه الحبلت غٍر المخبلورة إلً الحبلت المخبلورة

 

Ge20Te80 films were thermally evaporated onto 

ultrasonically cleaned glass substrates kept at 

room temperature. The as-deposited films showed 

an amorphous structure. An X-ray technique, a 

scanning electron microscope, and a transmission 

electron microscope were used to follow up the 

structural transformations that resulted from heat 

treatment. From the spectral dependence of the 

absorption coefficient, a direct electronic 

transition was mainly responsible for the photon 

absorption inside the films. The optical data 

indicated that the width of the localized states’ 

tails increases while the optical gap decreases 

with an increase of the annealing temperature of 

the investigated films. The optical results have 

been interpreted on the basis of amorphous–

crystalline transformations.  


